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Toqgdim olunan isdo molekulyar dsstodon kondensasiya metodu ilo BaF» (111) althiqlart {izorindo PbixMnxTe(Se) (x=0,01)
epitaksial tobagalorinin boylims xiisusiyyatlori tadqiq olunmusdur. Slave Te(Se) monbayinin temperaturunu tonzimlomoklo vahid
texnoloji soraitdo tolob olunan elektrofiziki parametrli (uup(77K)=(2,5+3)-104 sm?/V:s; (n,p77x)=5-1016+1-1017 sm-3), yiitksok kristal

mitkemmolliya (W#,=90+100") va p,

n-tip kegiriciliyo malik PbixMnxTe(Se) (x=0,01) epitaksial tobagalorinin alinma texnologiyasi

islonib hazirlanmigdir. Mioyyen edilmisdir ki, kegiriciliyin inversiyasi slavo Te(Se) monbayinin temperaturunun 420 K-don yuxari

giymatlorinds bas verir.

Spektrin infraqirmizi diapazonunun intensiv Oyronil-
mosi, darzolagl yarimkegirici materiallar asasinda opto-
elektron cihazlarin hazirlanmasini vacib bir maselo kimi
garsiya qoyur. Bu materiallar igorisindo AIVBV! tipli birlas-
molar vo onlarin asasindaki bork mohlullar xiisusi yer tu-
tur [1].

AIVBV tipli yarmkegiricilor qrupuna daxil olan PbixMnxTe(Se)
bork mohlullar1 spektrin 3+5 mkm dalga uzunlugunda
isloyan cihazlarin hazirlanmasinda istifads olunmagq {igiin
boyiik perspektive malikdir. Bels ki, bu bark mohlullarda
Mn ionlarinin olmasi onlarda yarimmaqnit yarimkegirici-
lora maxsus yeni xassalorin mévcudlugunu iize ¢ixarir vo
onlarin ssasinda texnikada genis totbiq olunan, magqnitlo
idare olunan diodlarin hazirlanmasma bdyilkk imkanlar
yaradir [2].

1980-ci ildon baslayaraq yarimmagqnit xassali belo bark
mohlullarin massiv monokristallar1 alinmis vo onlarin fi-
ziki xassolori genis tadqiq olunmusdur [3-5]. Gostorilon
bork mohlullarin epitaksial tobagalerinin alinmasi vo onla-
rin osasinda yuxarida adi ¢akilon diodlarin hazirlanmasi
boyiik ohomiyyst kosb edir. Bu iso Pbi.xMnxTe(Se) bark
mohlullarinin  yiiksok kristal miikommaolliys, p, n-tip

a)

kegiriciliyo vo tolob olunan elektrofiziki parametrlors
malik epitaksial tobagolorinin alinmasi masslosini qarsiya
qoyur.

Togdim olunan isds 104 Pa vakuumda molekulyar
dostodon kondensasiya metodu ilo BaF» (111) althqlar:
tizarinds PbixMnxTe(Se) (x=0,01) epitaksial tobagalorinin
boyiims xiisusiyyatlori todqiq olunmusdur. Altliq gismin-
do BaF2 mionokristallarinin toze dogranmis (111) laylar,
monba kimi isa sintez olunmus Pbi«MnxTe(Se) (x=0,01)
bork mohlullar istifads olunmusdur. Alinmis tobagslorin
kristal mukommalliyi elektronoqrafiya, elektronmikrosko-
piya, rentgendifraktometriya metodlar ilo tadqiq edilmis-
dir. Gostorilmisdir ki, daha yiiksok kristal mitkommalliys
vo elektrofiziki parametrlors malik epitaksial tobagslori
kompensaedici alava Te(Se) monbayindon istifads etmokls
almaq olar. Aparilmis todqgiqatlar naticasindo malum ol-
musdur ki, althgin temperaturunun 7,,=663+673 K, kon-
densasyia siiratinin »,=8+10A/s qiymotlorinds qalinhg1
0,5+1 mkm vo kristal mitkommolliyi W:,=90+100" olan n-
tip kegiriciliyo malik epitaksial tobagolor almaq miimkiin-
diir (Sak. 1.a, b).
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Sok. 1. PbixMnxSe (x=0,01) epitaksial tobaqasinin elektronoqrami (a), rentgendifraksiya oyrisi (b).

Elektronmikroskopiya todqigatlart gostorir ki, alinmis
epitaksial tobagalorin sathinds qara lakolor miisahids olu-
nur (Sok.2.a). 9dabiyyatdan malum oldugu kimi bu lako-
lar, torkibdos olan artiq qurgusun atomlarmin oksidlosmasi
noticasindo amalo galir [6-7]. Alinmis epitaksial tobagolor-
do yiikdasiyicilarin yiiriiklityiiniin  qiymoti asagi olur.
Gostorilon qara lokoleri aradan goétiirmak ve uygun olaraq
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epitaksial tobogalords yiikdasiyicilarin yiiriiklityiinii artir-
magq iigiin boyiima prosesinds kompensoedici alava Te(Se)
monbayindon istifads edilmisdir. Bununla da qara lokalari
yox etmok, uygun olaraq alimmis tobaqolorin kristal mii-
kommolliyini va yiikkdasiyicillarin yuriikliyiinii artirmaq
miimkiin olmusdur.
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Sok.2. PbixMnxTe (x=0,01) epitaksial tobaqgasinin sothinin eletronmikroskopiya sokillori:
a-Te manbayindan istifads etmadikda; »-Te monboaiyndan istifads etdikds.

Epitaksial tobagalorin  boyiims miuddstinds slave
Te(Se) monboayinin temperaturu 370+460 K intervalinda
dayisir. Kompensoedici Te(Se) monbayinin temperaturu-
nun 430 K-dok artmasi ilo bu lokolor tamamils aradan
gotlirtiliir vo alinmis epitaksial tobagelor parlaq, hamar
sotho malik olur (Sok. 2.5). Olava Te(Se) monbayinin tem-
peraturunun 420 K-don sonraki artimi naticasinds tabaqe-
lords kegiricilik tipinin inversiyasi bas verir, n-tip kegiri-
cilik p-tipla avoz olunur (Sak.3.). Bu fakt boylimo prose-
sindo tez ugan komponentlorin bos gqalan yerlorinin
AIVBVI birlosmalori ii¢iin akseptor rolunu oynayan Te(Se)
atomlari ilo doldurulmasi ilo izah olunur. Alinmis tobo-
golords yikdastyicilarn yiiriikliyii ,un,p(77K)=(2,5+3)‘104 sm?/Vs,
konsentrasiyasi iso (1n,p,7x)=5-1016+1-1017 sm3 qiymatini
alir. Beloliklo, vakuumu pozmadan vahid texnoloji sora-
itds, n, p-tip kegiriciliys vo yiiksok kristal mitkommaolliys
malik PbixMnxTe(Se) (x=0,01) epitaksial tobaqaleri alin-
misdir. Yiiksok kristal mitkommolliys, n, p-tip kegiriciliya
malik PbixMnxTe(Se) (x=0,01) epitaksial tobogalorinin
vahid texnoloji soraitds alinmasi onlarin osasinla yaradil-
mis p—n kecidlorin, aktiv elementlorin hessasligini asagi
sala bilacok proseslorin tosirinin garsisini alir vo yiiksok
fotoelektrik parametrloro malik, spektrin infraqirmizi
oblastinda isloyan fotogabuledicilards istifads olunmasina
genis imkanlar yaradir.
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Sok.3. PbixMnxTe(Se) (x=0,01) epitaksial tobagalerindo yiik-
dastyicilarin konsentrasiyasinin kompensaedici alavo
Te(Se) monbayinin temperaturundan astliligi.
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Pb.«Mn,Te(Se) EPITAXIAL FILMS WITH p, n-TYPE CONDUCTIVITY
RECEIVED IN A UNIFORM WORK CYCLELE

In this work peculiarities of the growth of Pb,,Mn,Te(Se) epitaxial films, grown on BaF, (111) substrate by the molecular beam
condensation method are investigated. By regulation of the temperature of additional source of Te(Se) in a single technological cycle the
technology for obtaining structural-perfect films of Pby,Mn,Te (Se) (x=0,01) with various n and p-type conductivity and fixed parameters
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(o (TTK)=(2,5+3)-10" cm?/V's; (n,p77x)=5-10"°+1-10"" cm™®) has been developed. Is established, at the temperatures of additional source
Te(Se) higher than 420 K an inversion of conductivity takes place.

N.P. Hypues, P.M. Caapiros, C.C. ®ap3aaues, M.b. I'agikuen

SIIUTAKCHUAJIBHBIE IVIEHKH Pb,.,Mn,Te(Se) p, n-TUIIA IIPOBOJUMOCTH,
IHOJIYYEHHBIE B EJMHOM TEXHOJIOTMYECKOM IUKJIE

B Hacrosimeii pabore HCCIEMYIOTCS OCOOEHHOCTH poOCTa SHHMTaKCHalbHBIX IuieHOK Pby,Mn,Te(Se) (x=0,01), BbIpameHHbIX Ha
nomioxkax BaF, (111) mMerogoM KOHIEHCAIMHM MOJICKYJSPHBIX ITy4YKOB. PeryIupoBaHHEM TEMIIEPATypbl HOMOJIHUTEILHOTO HCTOYHHKA
napoB Te(Se) B eqMHOM TEXHOJOTHYECKOM IIMKIIC pa3paboTaHa TEXHOJIOTWs moiydeHus mieHok Pby,Mn,Te(Se) (x=0,01) p u Nn-tumos
MPOBOANMOCTH C 3aJIaHHBIMH 3JIEKTPO(H3UUCCKHUMHE TTapaMeTpaMu (,un,p(77K):(2,5+3)-104 eM?/B-c; (n,p77¢)=5-10"°+1-10" cm™®) u BbICOKHM
kpucTammdeckuM cosepuienctsoM (Wi, =90+100"). VcraHoBieHo, YTO TPy TEMIIEPATYPE JONOIHUTEIBHOIO HCTOUHKKA napoB Te(Se) Boiiie
420K npoucxoJuT HHBEPCHsI IPOBOJHUMOCTH.
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